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1)

9)

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

SEMICONDUCTOR DEVICES -
Part 9: Discrete devices — Insulated-gate bipolar transistors (IGBTs)

FOREWORD

The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote
international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To
this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications,
Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to as “IEC
Publication(s)”). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested
in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-
governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely
with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by
agreement between the two organizations.

The formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international
consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all
interested IEC National Committees.

IEC Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC National
Committees in that sense. While all reasonable efforts are made to ensure that the technical content of IEC
Publications is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or for any
misinterpretation by any end user.

In order to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Publications
transparently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any divergence
between any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indicated in
the latter.

IEC itself does not provide any attestation of conformity. Independent certification bodies provide conformity
assessment services and, in some areas, access to IEC marks of conformity. IEC is not responsible for any
services carried out by independent certification bodies.

All users should ensure that they have the latest edition of this publication.

No liability shall attach to IEC or its directors, employees, servants or agents including individual experts and
members of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property damage or
other damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and
expenses arising out of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC
Publications.

Attention is drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is
indispensable for the correct application of this publication.

Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of
patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 60747-9 has been prepared by subcommittee 47E: Discrete
semiconductor devices, of IEC technical committee 47: Semiconductor devices.

This third edition cancels and replaces the second edition published in 2007. This edition
constitutes a technical revision.

This edition includes the following significant technical changes with respect to the previous
edition:

a)
b)

c)

reverse-blocking IGBT and its related technical contents have been added;
reverse-conducting IGBT and its related technical contents have been added;
some parts of the previous edition have been amended, combined or deleted.
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The text of this International Standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting
47E/675/FDIS 47E/684/RVD

Full information on the voting for the approval of this International Standard can be found in
the report on voting indicated in the above table.

This document has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

A list of all parts in the IEC 60747 series, published under the general title: Semiconductor
devices, can be found on the IEC website.

The committee has decided that the contents of this document will remain unchanged until the
stability date indicated on the IEC website under "http://webstore.iec.ch” in the data related to
the specific document. At this date, the document will be

e reconfirmed,

e withdrawn,

e replaced by a revised edition, or

e amended.
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SEMICONDUCTOR DEVICES -

Part 9: Discrete devices — Insulated-gate bipolar transistors (IGBTs)

1 Scope

This part of IEC 60747 specifies product specific standards for terminology, letter symbols,
essential ratings and characteristics, verification of ratings and methods of measurement for
insulated-gate bipolar transistors (IGBTs).

2 Normative references

The following documents are referred to in the text in such a way that some or all of their
content constitutes requirements of this document. For dated references, only the edition
cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including
any amendments) applies.

IEC 60747-1:2006, Semiconductor devices — Part 1: General
IEC 60747-1:2006/AMD1:2010

IEC 61340 (all parts), Electrostatics


http://www.electropedia.org/
http://www.iso.org/obp

- 80 - IEC 60747-9:2019 © |IEC 2019

SOMMAIRE
AV ANT-PROP O S ... ettt e e e e e e e e e e e e e e et e e e e anns 85
1 Domaine d’appliCation ... 87
2 RETEreNCES NOMMATIVES ...uiiiii et ettt e e e e 87
3 Termes et definitioNS ... e 87
3.1 TEIMES GENEIAUX ..o ittt ettt 87
3.2 Termes relatifs aux valeurs assignées et aux caractéristiques, tensions et
LoToTU] = 01 =PTSRS 88
3.3 Termes relatifs aux valeurs assignées et caractéristiques...........c...coooiiiiins 91
4 SYMDOIES I EIaUX ..oiee e 94
4.1 GBIl S .o 94
4.2 SYMDbDOIES GrapPhiQUES . ..ie i 94
4.3 AULreSs INAICES GENEIAUX . ... ittt e et ea e 94
4.4 Liste des symboles lIHterauX ..o 95
4.41 L= 0T o - PP 95
4.4.2 (O 01U =T o 1 £ 95
4.4.3 Autres grandeurs €leCtriqQUES ......oveiiii i 96
4.4.4 1= 0] o 96
4.4.5 Grandeurs thermMiQUES ... .....iiii e 96
5 Valeurs assignées et caractéristiques essentielles ... 97
5.1 LT a1 =Y L1 =P 97
5.2 Valeurs assignées (valeurs lImites) .......cciiiiiiiiii e 97
5.2.1 G NEIAlITES .o 97
5.2.2 Température de fonctionnement ambiante ou température du boitier ou
température virtuelle de jonction (75 ou 7 ou ij) ......................................... 97
5.2.3 Température de stockage (Tstg) .................................................................... 97
5.2.4 Tension collecteur-émetteur avec grille-émetteur en court-circuit (Vggs) ... 97
5.2.5 Tension grille-émetteur avec collecteur-émetteur en court-circuit (Vggg) ...... 97
5.2.6 Tension continue inverse d’un transistor bipolaire a grille isolée bloqué
BN INVEISE (FR*) coeeeeiiiiiiiie e 97
5.2.7 Courant collecteur continu (IG) ....ooovvvvennni 97
5.2.8 Courant collecteur de créte répétitif (IGRM) -+ -vvvvvereeremiei 97
5.2.9 Courant collecteur de créte non répétitif (/ggp) -----ooooooeeeeeeeeee 98
5.2.10 Courant continu passant en inverse d’un transistor bipolaire a grille
isolée passant en iNVerse (JREC) .« rrrrrrrrrrrrrimeieiiiiiiiiie 98
5.2.11 Courant de créte répétitif passant en inverse d’un transistor bipolaire a
grille isolée passant en iNVerse (JRCRM) «+++wvrrrrrrrrrrrrmrmmmiiiiiiiieiiieeieee e 98
5.2.12 Courant de créte non répétitif passant en inverse d’un transistor
bipolaire a grille isolée passant en iNVerse (IRCSM) ---------oeeeeeeeeeeeeeeeeeeeaaanann 98
5.2.13  Dissipation totale de puissance (Pigt) .......ccovvveeriiiiiiiiiiiiiiiii 98
5.2.14 Aire maximale de sécurité de fonctionnement en polarisation directe
(FBSOA) (S’ Il Y @ [HBU) ceeeeiiee et 98
5.2.15 Aire maximale de sécurité de fonctionnement en polarisation inverse
(RB S O A) e s 98
5.2.16 Aire maximale de sécurité de fonctionnement en court-circuit (SCSOA)......... 98
5.2.17 Courant maximal aux bornes (/tr\pg) (s’ily alieu) ...l 98
5.2.18 Force de fiXation (F) ... 99

5.2.19 Couple de fiXatioN (M) ..oueeee e 99



IEC 60747-9:2019 © |IEC 2019 - 81—

5.3 CaraC i S IQUES ..t 99
5.3.1 LT o T=T = 1] =P 99
5.3.2 Tension de claquage collecteur-émetteur (V(BR)CES) (s’ily alieu)............... 99
5.3.3 Tension de maintien collecteur-émetteur (Vog*gyg) (S'il y @ lieu)................... 99
5.3.4 Tension de saturation collecteur-emetteur (VoEggt) «---wrrererrrmmmmmmmmmmmmmmnniininnns 99
5.3.5 Tension de seuil grille-émetteur (VGE(th)) -« eoveeeeemees, 99
5.3.6 Tension passant en inverse d’un transistor bipolaire a grille isolée

Passant €N iNVErse (FREC) «wrrerrrrrrrrrrrreeieieiiieee e 99
5.3.7 Courant de coupure collecteur-émetteur (Icg*) .....coooooeeeeeeeiein 99
5.3.8 Courant de fuite de grille (JGES) - - rrerrrerrreeieiiei 99
5.3.9 Courant inverse d’un transistor bipolaire a grille isolée bloqué en
V=T T = L 99
5.3.10 LOF= 0 X T 1 = 100
5.3.11 Charge de grille (OG) - vvvvrrmeeeeeeeee e 100
5.3.12 Résistance de grille interne (rg) ................................................................... 100
5.3.13 Caractéristiques de commutation.............c.oooiiiiiii 100
5.3.14  Reésistance thermique jonction—boitier (Rtp(j-c))----veomreerveeiei 101
5.3.15 Résistance thermique jonction—ambiante (Rth(j-a)) ...................................... 101
5.3.16  Impédance thermique transitoire jonction—boitier (Ztp(j-c)) ----veovvvveveeeenennn 101
5.3.17 Impédance thermique transitoire jonction—ambiante (Zth(j-a)) ...................... 102
6 MELhOAES A MESUIE ..ot et eaeeaas 102

6.1 LT LY oYLl = PP 102

6.2 Vérification des valeurs assignées (valeurs limites) ..........cccooiiiiiiiiiiiin e 102
6.2.1 (7= a1 = 11 = PP 102
6.2.2 Tensions collecteur-émetteur (VGES, VCER: VGEX) -++vwvrrrrrrrrmrmmmmmmmmmmnnnnnnnnns 102
6.2.3 Tension inverse d’un transistor bipolaire a grille isolée bloqué en

LN o o R = Y 4 = B L 103
6.2.4 Tension grille-émetteur avec collecteur-émetteur en court-circuit

(EVGES) --eeeeeerrmmmee e e et 104
6.2.5 Courant collecteur continu (7G) ..oovvvvviiiiieeie i 105
6.2.6 Courant collecteur de créte maximal (IcRM €t ICSM) --------oeeeeeeeeeeeeeeeeeieeenn, 106
6.2.7 Courant continu passant en inverse d’un transistor bipolaire a grille

isolée passant en iNVerse (JRC) .iivrrrrrrrrrirmiiiiiiiiiiiiiii 107
6.2.8 Courant de créte maximal passant en inverse d’un transistor bipolaire a

grille isolée passant en inverse (IRCRM €t IRCSM) -++-wrrerrrrrrrmrmmmmmmmmieieeennn.. 108
6.2.9 Aire maximale de sécurité de fonctionnement en polarisation inverse

(RB S O A it e 109
6.2.10 Aire maximale de sécurité de fonctionnement en court-circuit (SCSOA)....... 111

6.3 MELthOdES A& MESUIE ... e 115
6.3.1 Tension de saturation collecteur-emetteur (VoEggt) ---wvvvverermmmmmmmmmmmmmniininnins 115
6.3.2 Tension de seuil grille-emetteur (VGE(th)) ----wveeeeeeemeees 116
6.3.3 Tension passant en inverse d’un transistor bipolaire a grille isolée

passant en iNVErse (FREC) wiveerrrrrrrrrriieiiiiiiiie e 116
6.3.4 Courant collecteur de coupure (IGES: ICER: ICEX) -----reeeeeeeeeeeeeeeeaaaaaaaaanan, 17
6.3.5 Courant de fuite de grille (JGES) -+ - vrrrrrerrmrmieiiei 118
6.3.6 Courant inverse d’un transistor bipolaire a grille isolée bloqué en

INVErSE (IRS, IRX) «+eeeeeererereeeeeiie e 119
6.3.7 Capacité d’entrée (Cjgg) -« -rvvrrrrrrrrrreieieeiiie 120
6.3.8 Capacité de sortie (Cogg) «-rrrrrrrrrrmrmmiiiiiiiiiii 121
6.3.9 Capacité de transfert inverse (Crgg) ««ovvvvveeererireiiiiiiiiii 123
6.3.10 Charge de grille (OG) «-ovvvvvvrimmiii 124



- 82— IEC 60747-9:2019 © |IEC 2019

6.3.11 Résistance de grille interne (rg) ................................................................... 125

6.3.12  Temps de commutation a I'état passant (iq(on). 1. /on) et €nergie de
commutation a I'état passant (Egp).......oooevvviiiii 126

6.3.13  Temps de commutation a I'état bloqueé (iq(off). ’f, loff. 1z) €t énergie de
commutation a I'état bloqueé (Eqff)........covvvririiiiiiiiiiii 128

6.3.14 Courant de recouvrement inverse de créte (I/pry), temps de
recouvrement inverse (z,), énergie de recouvrement inverse (Ey) et
charge recouvrée en inverse (Q,r) d’'un transistor bipolaire a grille
ISOIEE DIOQUE BN INVEISE ...iiieii e 130

6.3.15 Courant de recouvrement direct de créte (/f,), temps de recouvrement
direct (#y), énergie de recouvrement directe (Ef;) et charge recouvrée

directe (Qf) d’un transistor bipolaire a grille isolée passant en inverse........ 133
6.3.16 Résistance thermique jonction-boitier (Rip(j-c)) et impédance thermique
transitoire jonction-boitier (Zip(joc))- - rovmeemee 135
7 Réception et fiabilite ... ... 141
7.1 EXIQENCES GENEIaleS ... i 141
7.2 EXigenCes SPECITIQUES ...ouiiiiiiii e 141
7.2.1 Liste des essais d’endurance et de fiabilité.................. 141
7.2.2 Conditions pour les essais d’endurance et de fiabilité.................................. 141
7.2.3 Caractéristiques définissant la réception et critéres pour les essais
d’endurance et de fiabilité....... ..o 141
7.2.4 Procédure a suivre en cas d’erreur d’eSSai .......covevviiiiiiiniiiiiii e 142
7.2.5 Essais d’endurance et de fiabilité, et méthodes d'essais...........cc.cceveeieenneen. 142
7.3 Essais de type et essais individuels de Série...........cooiiiiiiii 145
7.3.1 ESSaiS 0B 1Y Pt 145
7.3.2 Essais individuels de Serie..... ..o 146
Annexe A (normative) Méthode de mesure de la tension de claquage collecteur-
1= 0 1= (=L 147
A1 LT =T =T L1 = 147
A.2 T PP 147
A3 SChéma de CirCUIL «..oeie e 147
A4 MeEthode de MESUIE ... e 147
A.5 CoNditioNS SPECITIEES ..uuiviii i 148
Annexe B (normative) Méthode de mesure de la tension de maintien collecteur-
1= 0 1= L= 149
B.1 T2 1Y =YL =P 149
B.2 2 T PSP 149
B.3 SChEMA € CIrCUIL ..uieie e e e 149
B.4 Description du circuit et eXigenCes ... ...co.iiiiiiii i 149
B.5 MELthOdEe A& MESUIE ... e 150
B.6 Précautions @ prendre ... 150
B.7 EXIGENCES ..o 151
B.8 CoNditioNs SPECITIEES ..uuiviiiii e 151
Annexe C (normative) Méthode de mesure du courant de coupure sur charge
inductive dans des conditions SPECIfi€es..... ..o 152
CA1 T2 LY =YL = PP 152
C.2 2 T PSP 152
C.3 Schéma de circuit et formes d’onde ..o 152
C4 Description du circuit et eXigenCes ... ...co.iiiiiiiii 153
C.5 MELhOdE A& MESUIE ..oueiie e 153

C.6 CoNditioNS SPECITIEES ..uuiviiiii i 153



IEC 60747-9:2019 © |IEC 2019 - 83 -

Annexe D (normative) Aire de sécurité de fonctionnement en polarisation directe

(2151 7 ISP 154
D.1 LT =T =T L1 = 154
D.2 T PP 154
D.3 /=Y 4 o Yo L= PP 154

D.3.1 GNEIAlItES et 154
D.3.2 SChéma de CirCUIT ... e 154
D.3.3 Mode opératoire d'eSSai .....ovuiieii i 155
D.3.4 ConditioNs SPECITIEES .. .iuuieii i 157
D.4 Y=Y 4 o Yo L= PP 157
D.4.1 GNEIAlItES .ot 157
D.4.2 SChéma de CirCUIT ... e 157
D.4.3 Mode opératoire d’essai et précautions a prendre.............cooiiiiiiiiiiiinin... 158
D.4.4 ConditioNs SPECITIEES .. .iuiiii e 159

BID I OGraP NI e 160

Figure 1 — Symboles graphiqUEeS ... 94

Figure 2 — Circuit d’essai pour les tensions collecteur-emetteur Vogs, VCER: VCEX +++vvvee- 103

Figure 3 — Circuit d’essai pour les tensions inverses VRg, VRX «-+--rrrrrrrrrmmmmmmmmmmmiiiiiiiiiiiiiann. 104

Figure 4 — Circuit d’essai pour la tension grille-émetteur VGES......uvvvmmmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiis 105

Figure 5 — Circuit d’essai pour courant collecteur................... . 106

Figure 6 — Circuit d’essai pour courant collecteur de créte ............ccooiiiiiiiiiiiiie, 107

Figure 7 — Circuit d’essai pour courant passant €n iNVErse ............cooeeveiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeens 108

Figure 8 — Circuit d’essai pour courant de créte passant eninverse.................ccociiiii. 109

Figure 9 — Circuit d’essai pour l'aire de sécurité de fonctionnement en polarisation

INVEISE (RB SO A ) ittt 110

Figure 10 — Formes d’onde de la tension grille-émetteur Vg et du courant collecteur

Ic pendant la commutation a I'état bloquUE ... 110

Figure 11 — Circuit d’essai pour la largeur d’'impulsion de I'aire de sécurité de
fonctionnement en court-circuit de charge (SCSOAT) ... 112

Figure 12 — Formes d’onde de la tension grille-émetteur Vg, du courant collecteur Ic
et de la tension collecteur-émetteur V'cg pendant un état de court-circuit de charge

ST 02510 N P 112
Figure 13 — Circuit d’essai pour I'aire de sécurité de fonctionnement en court-circuit 2

(5102510 72 TSP 113
Figure 14 — Formes d’ondes pendant SCSOAZ ... 114
Figure 15 — Circuit de mesure de la tension de saturation collecteur-émetteur Voggat ------- 115
Figure 16 — Circuit de mesure de la tension de seuil grille-émetteur ....................coooiinnl. 116
Figure 17 — Circuit de mesure de la tension passant en iNVerse VR .. ... vvvrvvrrmmmmmiiiiiiinnnnnn. 117
Figure 18 — Circuit de mesure du courant collecteur de coupure .............cooeveiieeiiiiieinennn.. 118
Figure 19 — Circuit de mesure du courant de fuite de grille ...........ccooiiiiii, 119
Figure 20 — Circuit de mesure du Courant iINVErSEe .........c.uviiuiiiiiiiiii e 120
Figure 21 — Circuit de mesure de la capacité d’entrée...........cccoeiiiiiiiiiiiiiii e 121
Figure 22 — Circuit de mesure de la capacité de sortie..........cooeiiiiiiiiiiiii i 122
Figure 23 — Circuit de mesure de la capacité de transfert inverse .............ooiiiiiinnn. 123
Figure 24 — Circuit de mesure de la charge de grille ... 124

Figure 25 — Forme d’onde de base de la charge de grille..........ccooiiiiiiiiiiiiici e 124



-84 — IEC 60747-9:2019 © |IEC 2019

Figure 26 — Circuit de mesure de la résistance de grille interne ..............coooiiiiiiiiin e, 125
Figure 27 — Circuit de mesure des temps de commutation a I’état passant et de

I’énergie de commutation a I'état passant ... 127
Figure 28 — Formes d’onde pendant le temps de commutation a I'état passant ................... 127
Figure 29 — Circuit de mesure des temps de commutation a I’état bloqué et de

I’énergie de commutation a I'état bloque ... 129
Figure 30 — Formes d’onde pendant le temps de commutation a I'état bloqué...................... 129
Figure 31 — Circuit de mesure des caractéristiques de recouvrement inverse...................... 131
Figure 32 — Formes d’onde pendant le recouvrement iNVErse ...........ccccoeeviiiiiiiiiiiieiineieenn, 131
Figure 33 — Circuit de mesure des caractéristiques de recouvrement direct........................ 133
Figure 34 — Formes d’onde pendant le recouvrement direct ............coooooiiiiiiiiiiinnnn, 134

Figure 35 — Circuit de mesure de la variation en fonction de la température de la
tension collecteur-emetteur Vcg a un faible courant de mesure /g4 et pour un
échauffement du transistor bipolaire a grille isolée par un fort courant Igo .................... 136

Figure 36 — Variation typique de la tension collecteur-émetteur Vcg a un faible courant
de mesure Ic4 en fonction de la température du boitier 7, (avec un chauffage

extérieur, c’est-a-dire Tg = Tyj) cooveorioiiie 137
Figure 37 — I, Vg et T en fonction du temps..........eiviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 138
Figure 38 — Circuit de mesure de la résistance thermique et de 'impédance thermique

transitoire: METhOAE 2 ... . e 139

Figure 39 — Variation typique de la tension de seuil grille-émetteur Vgg(th) @ un faible
courant de mesure /g4 en fonction de la température du boitier 7 (avec un chauffage

extérieur, c’est-a-dire Tg = Tyj) cooveovrieiie 140
Figure 40 — I, VGE et T en fonction du temps............oviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 141
Figure 41 — Circuit pour le blocage a haute température ... 143
Figure 42 — Circuit pour grille polarisée a haute température ................ccoooiiiiiiiiiiiiinenen 144
Figure 43 — Circuit pour la durée de vie en fonctionnement intermittent .............................. 145
Figure 44 — Nombre de cycles attendu en fonction de 'augmentation

de la tempPerature ATy ..o 145
Figure A.1 — Circuit de mesure de la tension de claquage collecteur-émetteur.................... 147
Figure B.1 — Circuit de mesure de la tension de maintien collecteur-émetteur Vog*gyg ------ 149
Figure B.2 — Lieu de fonctionnement du courant collecteur ... 150
Figure C.1 — Circuit de mesure du courant de coupure sur charge inductive ....................... 152
Figure C.2 — Formes d’ondes du courant collecteur /¢ et de la tension collecteur Vg

[X=T g F=T a1 = T oo YUY o] U1 = P 153
Figure D.1 — Circuit d’essai pour I'aire de sécurité de fonctionnement en polarisation

Lo T =Tt (Y a1 Lo Yo [ TP 155
Figure D.2 — Caractéristiques typiques AV E en fonction de la tension collecteur-

M UL J G erriiee oo 156
Figure D.3 — Aire de sécurité de fonctionnement en polarisation directe typique ................. 157
Figure D.4 — Circuit d’essai pour I'aire de sécurité de fonctionnement en polarisation

Lo T =T (Y (0 a1 g Lo Yo [ TP 158
Figure D.5 — Formes d’onde de fonctionnement en régime d’accrochage...............ccooceunen. 159
Figure D.6 — Caractéristiques I-V en régime d’accrochage..........ccccoviiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeea 159
Tableau 1 — Caractéristiques définissant la réception ..........cccooiiiiiiiiiiiii i, 102

Tableau 2 — Caractéristiques définissant la réception pour les essais d’endurance et
de flabilite ..o 142

Tableau 3 — Essais de type et essais individuels de série minimaux pour les transistors
bipolaires a grille isolée, si appliCables ..o 146



IEC 60747-9:2019 © |IEC 2019 - 85—

COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS -
Partie 9: Dispositifs discrets — Transistors bipolaires a grille isolée (IGBT)

AVANT-PROPOS

1) La Commission Electrotechnique Internationale (IEC) est une organisation mondiale de normalisation
composée de I'’ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de I'lEC). L'IEC a pour
objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines
de I'électricité et de I’électronique. A cet effet, 'IEC — entre autres activités — publie des Normes internationales,
des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles au public (PAS) et des
Guides (ci-aprés dénommés "Publication(s) de I'l[EC"). Leur élaboration est confiée a des comités d’études, aux
travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations
internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec I'lEC, participent également aux
travaux. L'IEC collabore étroitement avec I'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des
conditions fixées par accord entre les deux organisations.

2) Les décisions ou accords officiels de 'lEC concernant les questions techniques représentent, dans la mesure
du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux de I'lEC
intéressés sont représentés dans chaque comité d’études.

3) Les Publications de I'lEC se présentent sous la forme de recommandations internationales et sont agréées
comme telles par les Comités nationaux de I'lEC. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin que I'lEC
s’assure de I'exactitude du contenu technique de ses publications; I'l[EC ne peut pas étre tenue responsable de
I’éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est faite par un quelconque utilisateur final.

4) Dans le but d’encourager 'uniformité internationale, les Comités nationaux de I'lEC s’engagent, dans toute la
mesure possible, a appliquer de fagon transparente les Publications de I'l[EC dans leurs publications nationales
et régionales. Toutes divergences entre toutes Publications de I'lEC et toutes publications nationales ou
régionales correspondantes doivent étre indiquées en termes clairs dans ces derniéres.

5) L’IEC elle-méme ne fournit aucune attestation de conformité. Des organismes de certification indépendants
fournissent des services d’évaluation de conformité et, dans certains secteurs, accédent aux marques de
conformité de I'lEC. L’IEC n’est responsable d’aucun des services effectués par les organismes de certification
indépendants.

6) Tous les utilisateurs doivent s’assurer qu’ils sont en possession de la derniére édition de cette publication.

7) Aucune responsabilité ne doit étre imputée a I'lEC, a ses administrateurs, employés, auxiliaires ou mandataires,
y compris ses experts particuliers et les membres de ses comités d’études et des Comités nationaux de I'lEC,
pour tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre dommage de quelque
nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les colts (y compris les frais de justice) et les
dépenses découlant de la publication ou de l'utilisation de cette Publication de I'lEC ou de toute autre
Publication de I'lEC, ou au crédit qui lui est accordé.

8) L’attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L’utilisation de publications
référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.

9) L’attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de I'lEC peuvent faire
I'objet de droits de brevet. L'IEC ne saurait étre tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits
de brevets et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale IEC 60747-9 a été établie par le sous-comité 47E: Dispositifs
discrets a semiconducteurs, du comité d’études 47 de I'l|EC: Dispositifs a semiconducteurs.

Cette troisieme édition annule et remplace la deuxiéme édition parue en 2007. Cette édition
constitue une révision technique.

Cette édition inclut les modifications techniques majeures suivantes par rapport a I’édition
précédente:

a) ajout de transistor bipolaire a grille isolée bloqué en inverse et du contenu technique
associe;

b) ajout de transistor bipolaire a grille isolée passant en inverse et du contenu technique
associe;

c) modification, combinaison ou suppression de certaines parties de I’édition précédente.



- 86 — IEC 60747-9:2019 © |IEC 2019

Le texte de cette Norme internationale est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote
47E/675/FDIS 47E/684/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a 'approbation de cette Norme internationale.

Ce document a été rédigeé selon les Directives ISO/IEC, Partie 2.

Une liste de toutes les parties de la série IEC 60747, publiées sous le titre général, Dispositifs
a semiconducteurs, est disponible sur le site web de I'lEC.

Le comité a décidé que le contenu de ce document ne sera pas modifié avant la date de
stabilité indiquée sur le site web de I'IEC sous "http://webstore.iec.ch" dans les données
relatives au document recherché. A cette date, le document sera

e reconduit,

e supprimé,

e remplacé par une édition révisée, ou

e amendé.



IEC 60747-9:2019 © |IEC 2019 - 87 —

DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS -

Partie 9: Dispositifs discrets — Transistors bipolaires a grille isolée (IGBT)

1 Domaine d’application

La présente partie de I'l|EC 60747 spécifie la terminologie, les symboles littéraux, les valeurs
assignées et caractéristiques essentielles, la vérification des valeurs assignées ainsi que les
méthodes de mesure pour les transistors bipolaires a grille isolée (IGBT, insulated-gate
bipolar transistors).

2 Reéférences normatives
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des exigences du présent document. Pour les références datées, seule I'édition citée
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s'applique (y compris les éventuels amendements).
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